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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Технологія одержання напівпровідникових матеріалів для спінової електроніки

Назва роботи англійською:
Technology of reception of the semiconductor materials for spin electronics

Реферат українською:
Синтезовано нові напівмагнітні напівпровідники на основі сполук A4B6 та A3B6 з магнітним упорядкуванням
при кімнатній (і вище) температурі: 280К в PbGeCrTe, 345К в PbCaCrTe і 350К в InSe<Mn>. Визначено
найбільш ефективні механізми посилення обмінної взаємодії електронів у сполуках A4B6 (GeMnEuTe,
GeMnYbTe, GeSnMnTe, SnMnErTe, PbMnVTe, PbGeCrTe, РbСаCrТе) та A3B6 (InSe<Mn>, InFeSe, InCoSe,
In2Se3<Mn>). Побудовано теоретичні моделі спін-залежних явищ у напівпровідниках А4B6 з врахуванням
ролі легуючих домішок. Синтезовано і досліджено гібридні структури "феромагнітний метал - шаруватий
напівпровідник" (Ni/p-GaSe) та "метал-оксид-напівпровідник" (AuNi/Ga2O3/p-GaSe), в яких реалізовано
спін-залежні явища при кімнатній температурі.

Реферат англійською:
New semimagnetic semiconductors on the base of the compounds A4B6 and A3B6 are synthesized wich have
magnetic order at room (and higher) temperatures: 280К in PbGeCrTe, 345К in PbCaCrTe and 350К in InSe<Mn>.
The most effective mechanisms of increasing of exchange interaction between electrons in the compounds A4B6
(GeMnEuTe, GeMnYbTe, GeSnMnTe, SnMnErTe, PbMnVTe, PbGeCrTe, РbCаCrTе) and A3B6 (InSe < Mn >, InFeSe,
InCoSe, In2Se3<Mn>) are determined. The theoretical models of the spin-dependent phenomena in
semiconductors А4B6 are developed in view of a role of the doping impurities. The hybrid structures "
ferromagnetic metal - layered semiconductor " (Ni/p-GaSe) and "metal - oxide - semiconductor"
(AuNi/Ga2O3/p-GaSe) are synthesized and investigated, in which spin-dependent phenomena are realized at
room temperature.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: а) Монокристали PbGeCrTe, PbCaCrTe, InSe<Mn>; GeMn(Eu,Yb), GeSnMnTe,
SnMnErTe, PbMnVTe, InFeSe, InCoSe, In2Se3<Mn>. б) Метод формування квантових точок PbTe і SnTe. в)
Структури AuNi/Ga2O3/p-GaSe та Ni/p-GaSe. г) Теорія спінового струму та спінової дифузії.

Назва НТП англійською: а) Monocrystals of PbGeCrTe, PbCaCrTe, InSe <Mn>; GeMn (Eu, Yb), GeSnMnTe,
SnMnErTe, PbMnVTe, InFeSe, InCoSe, In2Se3 <Mn>. b) Method of formation PbTe and SnTe quantum dots. c)
Structures AuNi/Ga2O3/p-GaSe and Ni/p-GaSe. d) Theory of spin current and spin diffusion.
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температурах придатні для застосування у приладах спінової електроніки. Температури Кюрі: 283 К в
Pb0,97Ge0,02Cr0,01Te; 345 К в Pb0,91Ca0,07Cr0,02Te; 350 К в InSe <5ат.%Mn>. Дослідні зразки GeMnEuTe,
GeMnYbTe, GeSnMnTe, SnMnErTe, PbMnVTe; InFeSe, InCoSe, In2Se3<Mn> - об'єкти досліджень з нижчими
температурами Кюрі. б) Запропоновано метод формування квантових точок PbTe і SnTe на підкладках BaF2
та на ван-дер-ваальсівській поверхні GaSe шляхом нанесення епітаксійних шарів методом "гарячої стінки". в)
Гібридні спінтронні метал-оксид-напівпровідникові (МОН) структури AuNi/Ga2O3/p-GaSe і бар'єри Шотткі
Ni/p-GaSe характеризуються спіновою інжекцією (екстракцією) при кімнатній температурі. г) Теорія
спінового струму та спінової дифузії в легованих напівпровідниках A4B6 враховує спінову генерацію, спінову
релаксацію та спіновий транспорт носіїв.
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